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内容概要

　　
本书介绍当代集成电路设计的系统级前端、布局布线后端及工艺实现三大环节所构成的整体技术的发
展，重点着眼于集成电路工艺过程的计算机仿真和计算机辅助设计，以及具体的工具软件和系统的使
用。
本书共12章，主要内容包括：常规集成平面工艺、集成工艺原理概要、超大规模集成工艺、一维工艺
仿真综述、工艺仿真交互设置、工艺仿真模型设置、工艺仿真模拟精度、一维工艺仿真实例、集成工
艺二维仿真、二维工艺仿真实现、现代可制造性设计、可制造性设计理念，并提供电子课件和习题解
答。

　　本书可作为高等学校电子科学与技术、微电子、集成电路设计等专业的教材，也可供集成电路芯
片制造领域的工程技术人员学习参考。
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章节摘录

版权页：插图：2.4 氧化介质制备技术氧化介质膜（si02）生长工艺是硅集成电路平面制造工艺中的重
要工序之一。
本节将讨论氧化介质膜的基本结构模式，从而揭示其可以降低在其体内的某些化学元素的迁移速率的
内在机理。
随后，将简要地讨论热生长法制备氧化介质膜的常规工艺手段及其介质膜制备过程中的动力学模型，
介绍对热生长氧化介质膜基本过程所进行的数学描述。
二氧化硅（si02）介质膜在微电子集成电路产业中的重要应用之一，就是作为选择性扩散的掩蔽膜。
集成电路制造生产中通常是在硅晶圆片表面某些特定区域内掺入一定种类、..定数量的杂质，而在预
定需要掩蔽的区域不进行掺杂。
为了达到上述目的，所采用的方法之一就是选择性扩散。
选择性扩散正是根据某些杂质在相同条件的情况下，在Si02中的迁移与扩散速度远小于在Si中的扩散速
度这一重要性质，利用Si02介质膜对某些杂质能够起到“掩蔽”的作用，来实现选择性扩散。
就其实质上讲，是相对的、有条件的。
因为，杂质在硅材料中扩散的同时，在Si02介质膜中也同样进行迁移和扩散，只是两者的扩散速度差
异相当大。
在相同的条件下，杂质在硅材料中已达到预定的扩散深度时，而其在Si02介质膜中仅迁移了极为有限
的距离，远没有达到si02与si的交界面（常描述为si02.si）。
杂质没有扩散通过（或称为穿透）覆盖在硅表面的Si02介质膜，故在Si02层保护下的区域则不会有杂质
进入，Si02在客观上确实起到了掩蔽杂质的作用。
实验表明，干氧氧化（采用干燥的氧气为氧化剂）所制备的Si02体层结构致密，但氧化速率极低。
湿氧氧化的方式（以干氧携带水蒸气为氧化剂）所制备的si02体层结构略显粗糙，但氧化速率较高。
还有一种不太常用的氧化方式，称为水汽氧化方式，是采用高纯水水蒸气为氧化剂进行氧化的，但生
成的si02体层结构十分粗糙，掩蔽效果太差，未被集成电路工艺所采用。
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编辑推荐

《集成电路制程设计与工艺仿真》是电子信息与电气学科规划教材·电子科学与技术专业。
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